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1. 緒　論

　部品内蔵基板は，電子機器の薄型化，小型化，そして高
性能化の要求を満たすためのプリント配線板側のアプロー
チの 1つとして進化発展している。初期はコンデンサーを
内蔵することに主眼が置かれ，高誘電ペーストや高誘電
シートを用いてプリント基板内にコンデンサーを形成する
作り込み技術 1)と，小型のチップコンデンサーをプリント
基板内に埋め込む埋め込み技術の開発が進められた。前者
では，静電容量を確保するため，高誘電率で薄膜信頼性の
高い絶縁樹脂の開発と，設計通りにキャパシターを形成す
るプロセス開発が必要であるが，要求される誘電率，引い
ては静電容量を満足できる材料または工法が見出されてい
ない。一方後者は，チップ部品の小型化の加速，実装技術
の進歩に支えられて，小型化，薄型，高速化のニーズに応
えるべく，多くの部品内蔵技術（工法）が開発されてきた。
　東芝－大日本印刷で開発された B2it工法 2)は，部品が実
装されたプリント配線板にプリプレグを絶縁層，導電ペー
ストを層間の接続材料とし，サブトラクティブ工法での配
線形成がなされる部品内蔵基板としての進化を遂げ，早期
から本用途に広く適用されてきた。内蔵部品の接続信頼
性，それら部品を自由に選択できること，そして用いる材
料の汎用性，生産コストが低いことなどが大きなメリット
となって，これまで携帯端末などの用途に広く適用されて
きた。一方で近年スマホ，タブレットに代表される携帯端
末のさらなる小型化，薄型化の要求を想定し，プリント配
線板に対してチップ部品を内蔵するだけでなく導体配線の

微細化，層間接続の為のビアホールの小径化と言った，高
密度化の技術が求められるようになってきた。これらを実
現するため，薄型化のためにガラスクロスを無くすこと 3)，
そしてセミアディティブ工法による微細な導体配線の形
成，レーザー加工による小径ビアの形成などの半導体パッ
ケージ基板の技術が適用されていくものと考えられる。表
1に部品埋め込み材料として，ガラスクロス入りの場合と
ガラスクロスレスの場合の比較を示す。図 1の構造ではガ
ラスクロスレス材料はクロスがない分，薄型化に有効であ
ると言えるが，半面，基板が反る不安を抱えていることが
分かる。本稿では，部品内蔵基板の将来の要求に応えるべ
く，微細配線技術，信頼性のための低熱膨張，樹脂流動性
に加え，反り対策のための高い弾性率を兼ね備えた絶縁材
料の開発状況について報告する。

2. 層間絶縁材料：ABF

　ガラスクロスレス材料を用いた部品内蔵基板の一例を図
2に示す。われわれはセミアディティブプロセスに対応し，
薄膜絶縁性に優れ，さらには多段スタックビアに対応した
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表 1. 部品埋め込み材料におけるガラスクロスレス，ガラ
スクロス入り材料の比較

ガラスクロス
レス材料

ガラスクロス
入り材料

理　由

部品キャビティへの
樹脂埋め込み

◎ ○ 樹脂の流動性

絶縁層の厚さ ◎ △ クロスの有無

基板の反り制御 △ ◎
クロスの有無
材料の弾性率

図 1.　部品内蔵基板の構造
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